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Sposób uzyskiwania dowolnych obszarów zwiększonego
przewodnictwa w próbce półprzewodnika o niskiej koncentracji

elektronów swobodnych

Przedmiotem wynalazku jest sposób uzyskiwa¬
nia dowolnych obszarów zwiększonego przewód-,
nictwa w prófoce półprzewodnika o niskiej kon¬
centracji elektronów swobodnych należący do* dzie¬
dziny techniki procesów wytwarzania kryształów
półprzewodnikowych o kontrolowanej ilości do¬
mieszek elektrycznie czynnych.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr
76 128 sposób zmniejszania koncentracji swobodnych
elektronów domieszkowych w półprzewodnikach,
który polega na obniżeniu temperatury półprze¬
wodnika do temperatury nieznacznie wyższej od
temperatury krytycznej dla danego półprzewodni¬
ka,, poniżej której nie występuje przejście elek¬
tronów pomiędzy pasmem przewodnictwa a elek¬
tronowo jonowym poziomem domieszkowym. Na¬
stępnie półprzewodnik poddaje się zwiększonemu
ciśnieniu aż do osiągnięcia żądanej wielkości kon¬
centracji elektronów swobodnych, po czym obniża
się temperaturę poniżej temperatury krytycznej.

Sposób ten okazuje się zupełnie nieprzydatny w
przypadku konieczności uzyskania w danej próbie
struktur powierzchniowych d/lub przestrzennych w
różnym przewodnictwie, czasem bardzo- skompli¬
kowanych.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu, któ¬
ry umożliwiłby uzyskanie dowolnych obszarów
zwiększonego przewodnictwa w próbce półprzewod¬
nika o zmniejszonej koncentracji swobodnych e-
lektronów domieszkowych.
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Cel ten został zgodnie z wynalazkiem osiągnięty
przez dostarczenie do założonych obszarów zwięk¬
szonego przewodnictwa próbki, energii w ilości wy¬
starczającej do trwałego przejścia elektronów ze
stanów domieszkowych do pasma przewodnictwa.

Omówiony sposób umożliwia uzyskanie dowol¬
nych obszarów zwiększonego przewodnictwa, bez
wprowadzenia zakłóceń w strukturze krystalicznej
próbki. Sposób według wynalazku zostanie wyjaś¬
niony na poniższym przykładzie.

Próbkę antymonku indu o zmniejszonej koncen¬
tracji elektronów swobodnych poprzez obniżenie
temperatury <io 130°K, a następnie podwyższeniu
ciśnienia do HOiOO atm oraz obniżenie temperatu¬
ry niższej niż 110°K poddaje się działaniu sku¬
pionego w laserze strumienia świetlnego, w ob¬
szarach założonego zwiększonego przewodnictwa.
Dostarczona do określonego miejsca próbki ener¬
gia umożliwia przejście elektronów ze stanów do¬
mieszkowych do pasma przewodnictwa, a tym sa¬
mym lokalne, trwałe zwiększenie przewodnictwa
w tym obszarze.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób uzyskiwania dowolnych obszarów zwięk¬
szonego przewodnictwa w próbce półprzewodnika
o niskiej koncentracji elektronów swobodnych po¬
legający na obniżeniu temperatury półprzewodni¬
ka do temperatury nieznacznie wyższej od tempe-
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ratury krytycznej danego półprzewodnika, następ- dług patentu nr 76 128, znamienny tym, że do zało-
nie poddaniu półprzewodnika ciśnieniu, aż do o- żonyeh obszarów zwiększonego przewodnictwa do-
siągnięcia wymaganej koncentracji swobodnych e- starcza się energię w ilości wystarczającej do przej-
lektronów, po czym obniża się temperaturę pół- ścia elektronów ze stanów domieszkowych do pas-
przewiodnika poniżej temperatury krytycznej we- ■ ma przewodnictwa.
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